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66
具有终端保护区
的超结半导体器
件

ZL201720
132638.X 2017.02.14 2017.09.05 实用新型 新洁能 原始取得

67
一种电荷耦合功
率 MOSFET 器
件

ZL� 2017� 2�
0413251.1 2017.04.19 2017.11.10 实用新型 新洁能 原始取得

68 电 荷 耦 合 功 率
MOSFET器件

ZL� 2017� 2�
0412542.9 2017.04.19 2017.12.01 实用新型 新洁能 原始取得

69
一种降低导通电
阻的功率半导体
器件

ZL� 2017� 2�
0802726.6 2017.07.04 2018.02.06 实用新型 新洁能 原始取得

70
一种优化终端结
构的沟槽型半导
体器件

ZL� 2017� 2�
0877752.5 2017.07.19 2018.02.06 实用新型 新洁能 原始取得

71
适用于深沟槽的
功率半导体器件
结构

ZL� 2017� 2�
0905927.9 2017.07.25 2018.02.06 实用新型 新洁能 原始取得

72 晶体管器件的终
端结构

ZL� 2017� 2�
0978114.2 2017.08.07 2018.03.13 实用新型 新洁能 原始取得

73
一种具有多个浓
度中心的超结半
导体器件

ZL� 2017� 2�
1047506.3 2017.08.21 2018.04.03 实用新型 新洁能 原始取得

74 一种功率半导体
器件

ZL� 2017� 2�
1223304.X 2017.09.22 2018.04.03 实用新型 新洁能 原始取得

75 一种晶圆级功率
半导体器件

ZL� 2017� 2�
1303825.6 2017.10.10 2018.04.17 实用新型 新洁能 原始取得

76 一种优化器件特
性的半导体结构

ZL� 2017� 2�
1423121.2 2017.10.31 2018.05.04 实用新型 新洁能 原始取得

77
一种抗耐压冲击
软关断的 IGBT
器件结构

ZL� 2017� 2�
1875361.6 2017.12.27 2018.08.03 实用新型 新洁能 原始取得

78
一种高雪崩耐量
的深沟槽功率器
件

ZL� 2018� 2�
0487064.2 2018.04.08 2018.10.12 实用新型 新洁能 原始取得

79 一种带沟槽的终
端结构

ZL� 2018� 2�
0487063.8 2018.04.08 2018.10.12 实用新型 新洁能 原始取得

80 一种功率半导体
器件终端结构

ZL� 2018� 2�
0486621.9 2018.04.08 2018.10.12 实用新型 新洁能 原始取得

81 一种屏蔽栅功率
MOSFET器件

ZL� 2018� 2�
1288168.7 2018.08.10 2019.02.12 实用新型 新洁能 原始取得

82 一种绝缘栅双极
型半导体器件

ZL� 2018� 2�
1320354.4 2018.08.16 2019.03.01 实用新型 新洁能 原始取得

83 高浪涌电流能力
碳化硅二极管

ZL� 2018� 2�
1397087.0 2018.08.29 2019.03.15 实用新型 新洁能 原始取得

84
一种高浪涌电流
能力碳化硅二极
管

ZL� 2018� 2�
1397084.7 2018.08.29 2019.03.15 实用新型 新洁能 原始取得

85 一种 SiC 功率器
件终端

ZL� 2018�
21482781.
2

2018.09.11 2019.04.05 实用新型 新洁能 原始取得

86
一种高耐压的碳
化硅肖特基二极
管

ZL� 2018�
21666677.
9

2018.10.15 2019.04.12 实用新型 新洁能 原始取得

87 耗 尽 型
MOSFET器件

ZL� 2018� 2�
1564557.8 2018.09.21 2019.05.03 实用新型 新洁能 原始取得

88
优化热分布的碳
化硅肖特基二极
管

ZL� 2018� 2�
1843868.8 2018.11.09 2019.05.03 实用新型 新洁能 原始取得

89 一种碳化硅肖特
基二极管

ZL� 2018� 2�
1843834.9 2018.11.09 2019.05.03 实用新型 新洁能 原始取得

59
一种半封闭式屏
蔽栅 IEGT 器件
结构

ZL� 2018� 2�
1851832.4 2018.11.09 2019.05.03 实用新型 新洁能 原始取得

90 一种多次外延的
超结终端结构

ZL� 2018� 2�
2023624.1 2018.12.04 2019.07.09 实用新型 新洁能 原始取得

91
一种具有低热阻
的半导体器件封
装结构

ZL2019� 2�
0247774.2 2019.02.27 2019.09.06 实用新型 新 洁 能 、

电基集成 原始取得

92 一种 IGBT结构 ZL2019� 2�
0759868.8 2019.05.24 2019.12.06 实用新型 新洁能 原始取得

93 大电流半导体功
率器件

ZL2019� 2�
0813483.5 2019.05.31 2019.12.20 实用新型 电基集成 原始取得

94
利于焊接的大电
流半导体功率器
件

ZL2019� 2�
0812348.9 2019.05.31 2019.12.17 实用新型 电基集成 原始取得

95 封装引线框架 ZL� 2014� 3�
0049102.3 2014.03.13 2014.09.10 外观设计 新洁能 原始取得

96 封 装 框 架
（TO-220）

ZL� 2014� 3�
0030111.8 2014.02.19 2014.09.24 外观设计 新洁能 原始取得

97 封 装 引 线 框 架
（TO-220）

ZL� 2014� 3�
0039432.4 2014.03.03 2015.02.11 外观设计 新洁能 原始取得

注 1：第 1 项至第 15 项发明专利、第 37 项至第 40 项和第 42 项实用新型
专利为新洁能从新洁能半导体转让取得；

注 2：第 23 项发明专利为新洁能原始取得后转让至全资子公司电基集成。
（2）商标权
截至本招股书签署日，公司拥有 12 项商标权，具体情况如下：

（3）发表的核心期刊
截至本招股书签署日， 公司参与在 IEEE�TDMR 等国际知名期刊中发表

论文 13 篇，其中 SCI 收录论文 7 篇，具体如下：
序号 论文名称 发表时间 发表期刊 收 录

情况

1
Inves t ig a t ion� on� the� Breakdown� Fa ilu re� in�
Strip e� Trench-Ga te� Fie ld-Stop � Ins u la ted�
Bipola r� Trans is tor� With� Low-Sa tu ra t ion�
Volta g e

2016年 IEEE�TDMR SCI

2 Fa ilu re� Ana lys is � a nd� Imp rovement� for� Hig h�
Pow er�Sing le-Pha s e�Modu le 2017年 IEEE�TDMR SCI

3
1200�V�FS-IGBT�w ith�e lectric�fie ld�modu la t ion�
la yer� to� imp rove� tra de-off� betw een� a va la nche�
rug g ednes s �a nd�on-s ta te�vol ta g e�drop

2017年 IET�EL SCI

4
Novel� fa ilu re�mechanis m� and� imp rovement� for�
s p l it-g a te� trench�MOSFET�w ith� la rg e� cu rrent�
under�unclamped�inductive�s w itch�s tres s

2018年
Superla t t ices �
a nd�
Micros tru c-
tu res

SCI

5 A �low �los s �IGBT�w ith�s ha l low �p-w el l �to�a dju s t �
the�ca rrier�p rofiles �a t �the�emitter�s ide 2016年 ISPSD�2016 EI

6 Des ig n�criterion�of�the�s uperjunct ion�DMOS�for�
low �EMI�nois e�in�the�flyba ck�converter�s ys tem 2016年 ISPSD�2016 EI

7 A � novel � s p l it-g a te� s tru ctu re� for� 85V�
app l ica t ion�w ith�low �ou tpu t�cap a cita nce 2016年 EDSSC�2016 EI

8
Inves t ig a t ions � of� inhomog eneou s � revers e�
recovery� behav ior� of� the� Body� Diode� in�
Superjunct ion�MOSFET

2017年 ISPSD�2017 EI

9 Influ ence�of� forw a rd�cu rrent� freew heel ing � t ime�
on�di/dt�robu s tnes s �of�SJ -MOSFET�body�diode 2017年 IPFA �2017 EI

10 Fa ilu re� Mechanis m� Inves t ig a t ions � of� Type� II�
Short-Circu it �in�TrenchGa te�IGBT�Dev ice 2018年 ICSICT2018 EI

11
SJ -MOSFET� w ith� w ave-type� fie ld� l imit ing �
ring � for� hig h� di/dt� robu s tnes s � ofbody� diode�
revers e�recovery

2018年 SSE SCI

12
Ana lys is � a nd� Op timiz a t ion� of� the� Sw itching �
Nois e� for� Super-J unction� MOSFET� in� Fu l l �
Bridg e�Converter�Sys tem

2019年 SSE SCI

13
Breakdown�Volta g e�Wa lk-in�Phenomenon�and�
Op timiz a t ion� for� the� Trench-g a te� P-type�
MOSFET�under�s ing le�a va la nche�s tres s .pdf

2020年 IEEE�TED SCI

（三）发行人获得的主要荣誉和资质
截至本招股意向书签署日，公司获得的部分荣誉和资质情况如下表所示：
序号 证书名称 获得时间 颁发机构
1 2019年中国半导体功率器件十强企业 2020年 3 月 中国半导体行业协会
2 江苏省科学技术一等奖 2020年 3 月 江苏省人民政府
3 2018年中国半导体功率器件十强企业 2019年 5 月 中国半导体行业协会
4 江苏省功率器件工程技术研究中心 2018年 10 月 江苏省科学技术厅
5 2017年中国半导体功率器件十强企业 2018年 4 月 中国半导体行业协会
6 2017年度先进会员单位 2018年 3 月 江苏省半导体行业协会
7 2017年度中国半导体行业协会会员证 2017年 中国半导体行业协会
8 中国电源学会理事单位 2017年 6 月 中国电源学会
9 无锡市功率器件工程技术研究中心 2017年 6 月 无锡市科学技术局
10 2016年中国半导体功率器件十强企业 2017年 3 月 中国半导体行业协会

11 高新技术企业证书 2017 年 11 月 、
2014 年 9 月

江苏省科学技术厅
江苏省财政厅
江苏省国家税务局
江苏省地方税务局

12 2016年度中国半导体行业协会会员证 2016年 中国半导体行业协会
13 第九届无锡市专利奖 -优秀奖 2016年 无锡市人民政府

14 ISO质量体系证书 2016 年 10 月 、
2013 年 10 月 英国标准协会（BSI）

15 江苏省企业研究生工作站 2015年 7 月 江苏省教育厅
16 江苏省半导体行业协会会员证 2015年 1 月 江苏省半导体行业协会

（四）发行人产品获得的主要荣誉

截至 2019 年 12 月 31 日， 公司产品获得的部分荣誉和资质情况如下表
所示：
序号 项目名称 编号 获得时间 颁发机构

1 高新技术产品认定证书 -屏
蔽栅沟槽型功率MOSFET 150211G0050N 2015年 6 月 江苏省科学技术厅

2 高新技术产品认定证书 -超
结功率MOSFET 140211G0060N 2014年 5 月 江苏省科学技术厅

3 高新技术产品认定证书 -沟
槽型功率MOSFET 140211G0058N 2014年 5 月 江苏省科学技术厅

4 高新技术产品认定证书 -绝
缘栅双极型晶体管（IGBT） 140211G0059N 2014年 5 月 江苏省科学技术厅

六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1、公司与控股股东、实际控制人及一致行动人之间不存在同业竞争
公司控股股东、实际控制人朱袁正直接持有公司 31.11%股权。 同时朱袁

正分别与叶鹏、王成宏、戴锁庆、周洞濂、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆
虹、肖东戈共计 10 名股东签订有关一致行动的协议，约定上述十位股东在公
司股东大会或董事会表决时，应主动与朱袁正保持一致，因此朱袁正可控制
的股权比例为 35.62%。 截至本招股意向书签署日，朱袁正及一致行动人未从
事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

2、公司与控股股东、实际控制人及一致行动人控制的其他企业之间不存
在同业竞争

控股股东、实际控制人朱袁正及一致行动人未控制其他企业。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）采购商品 / 接受劳务情况
报告期内，公司与关联方之间的发生的采购交易具体情况如下：

单位：万元

关联方 主要交易内
容

2019年度 2018年度 2017年度

金额 占采购总
额的比例 金额 占采购总

额的比例 金额 占采购总
额的比例

长电科技注 1 封测服务 - - 2, 522.69 4.43% 4, 306.98 10.65%
灿升实业注 2 封测服务 - - - - 14.92 0.04%
红光股份注 3 封测服务 82.58 0.13% 435.13 0.76% - -
合 计 82.58 0.13% 2, 957.82 5.19% 4, 321.89 10.69%

注 1：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性
原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2018 年 1-7 月采购数据。 长电科技
采购金额包括公司对其控股子公司新顺微电子、长电先进的采购金额。

注 2：灿升实业系公司实际控制人朱袁正的原一致行动人、原持有公司
0.79%股权的股东洪雪君及其配偶控制的企业，2018 年 7 月 5 日，洪雪君签订
补充协议，解除一致行动人关系；本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年。

注 3：2018 年 5 月 22 日，公司股东达晨创投委派董事王文荣担任红光股
份董事。 2018 年 9 月 28 日，根据红光股份（831034）公告，王文荣辞去红光股
份董事，本招股书基于谨慎性原则，延长披露 1 年，故 2018 年披露交易金额
为 2018 年 5-12 月公司向红光股份的采购金额，2019 年披露为 2019 年 1-9
月的采购金额。

①向长电科技采购封测服务
公司是以半导体芯片和功率器件研发设计为主的企业，需对外采购封测

服务。公司选择长电科技作为封测服务供应商的主要原因为长电科技是全球
排名第三、国内排名第一的封测服务龙头企业，其封装测试业务的先进工艺
和高良品率能够保证公司的产品质量和性能。

2017 年至 2018 年 1-7 月，公司向长电科技主要采购封测服务，总金额
分别为 4,306.98 万元和 2,522.69 万元，占当年采购总额的比例分别为 10.65%
和 4.43%，2018 年全年，公司向长电科技采购金额为 4,107.78 万元，占当年采
购总额的比例为 7.21%，2019 年， 公司向长电科技采购金额为 3,936.98 万
元，占当期采购总额的比例为 6.01%，采购占比持续降低。 公司向长电科技采
购定价系参考市场价格协商确定，交易价格公允。报告期内，公司积极拓展其
他封测供应渠道，现已与安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）、上海捷敏等
十余家封测企业开展持续稳定合作；此外，2016 年起，公司逐步投入封装测
试技术研发，并于 2018 年下半年开始自建封装测试产线，未来将减少封测委
外代工。 具体分析如下：

I、公司向长电科技釆购封测服务占公司同类采购业务的比例
报告期内，公司与长电科技发生关联采购业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方 主要交易内容
2018年 1-7 月 2017年度

金额 占当年同类采
购的比 金额 占当年同类采

购的比

长电科技
封测服务 2, 499.65 19.90% 4, 301.33 55.48%
芯片 23.04 14.61% 5.64 6.94%

注 1：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性
原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2018 年 1-7 月采购数据。 向长电科
技采购金额包括公司对其控股子公司新顺微电子、长电先进的采购金额。

根据上表，2017 年至 2018 年 1-7 月， 公司向长电科技采购封测服务的
金额分别为 4,301.33 万元和 2,499.65 万元， 占当年同类采购额的比分别为
55.48%和 19.90%，采购金额和占比逐年下降。 2018 年全年，公司向长电科技
采购封测服务的总金额为 4,083.44 万元， 占当年同类采购额的比例为
32.51%；2019 年，公司向长电科技采购封测服务金额为 3,936.98 万元，占当年
同类采购额的比例为 30.67%，采购金额和占比整体下降。

II、采购的定价依据
公司与长电科技采购定价依据主要为市场情况协商定价，具体的定价依

据如下：
公司向长电科技采购定价过程： 公司与长电科技签订框架合作协议，每

年与长电科技协商确定本年度的采购基准单价，采购基准单价经双方内部经
营决策通过后一般不会变化，若出现需采购的特殊要求的产品时长电科技会
依据产品具体要求重新协商确定采购价格。

公司向长电科技采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要
材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率、特殊工艺要求等，并综合
考虑长电科技的产能规模、工艺水平、质量及品质（良品率等）、品牌效应、管
理水平等因素。

III、采购价格公允性说明
根据对长电科技的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向长电

科技的采购价格均处于其向其他客户销售均价范围之内， 且较中值差异很
小，公司向长电科技的采购价格与长电科技向非关联方客户销售同类服务价
格不存在重大差异。

公司向长电科技采购单价与向其他非关联供应商采购同类封测服务的
均价亦不存在重大差异，将长电科技的采购单价替换为非关联供应商平均采
购单价测算后， 相关金额差异亦较小， 占公司当期营业成本的比例分别为
0.86%、0.38%和 0.54%，占比极低。

综上，公司向长电科技采购交易价格公允，不存在向公司输送利益的情
形。

②向灿升实业采购封测服务
灿升实业系公司实际控制人朱袁正的原一致行动人、原持有公司 0.79%

股权的股东洪雪君及其配偶控制的企业；2018 年 6 月和 9 月，洪雪君将其持
有的公司全部股份转让至无关联第三方。 报告期内，由于公司主要封测服务
供应商排产因素，公司部分零星加急订单选择向灿升实业采购。 2017 年，公
司向灿升实业采购封测服务的金额为 14.92 万元，占当期采购总额的比例分
别为 0.04%，占比极低，交易价格公允。 2018 年及 2019 年，公司未向灿升实业
采购封测服务。 具体分析如下：

I、公司向灿升实业釆购封测服务占公司同类采购业务的比例
单位：万元

关联方 主要交易
内容

2019年度 2018年度 2017年度

金额 占同类采购
额的比 金额 占同类采购

额的比 金额 占同类采购
额的比

灿 升 实
业 封测服务 - - - - 14.92 0.19%

根据上表，公司向灿升实业采购封测服务金额和占比极低，且 2018 年起
不再发生采购业务。

II、采购的定价依据
公司与灿升实业采购定价依据主要为市场情况协商定价，具体的定价依

据如下：
由于灿升实业拥有半导体功率器件封装测试产线，对于临时性、交期较

为紧张的订单，公司会向灿升实业采购少量如“SOT-23-3L”等的工艺成熟
简单但交期较为紧急的封测服务。 由于公司向灿升实业采购具有临时性，因
此主要通过订单采购的形式，交易价格依据订单确定。

公司向灿升实业采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要
材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率、产品交期要求等因素。

III、采购价格公允性说明
根据对灿升实业的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向灿升

实业采购的主要封装形式的价格均处于其向其他客户销售均价范围之内，且
较中值差异很小。 因此，公司采购灿升实业封测服务的价格与其他第三方不
存在重大差异，采购交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

③向红光股份采购封测服务
2016 年起，红光股份始终为公司封测服务供应商。 公司董事王文荣系公

司股东达晨创投委派，达晨创投于 2017 年 11 月投资红光股份，并委派王文
荣于 2018 年 5 月 22 日担任其董事。 2018 年 9 月 28 日，根据红光股份公告，
王文荣辞去红光股份董事职务。 2018 年 5-12 月和 2019 年 1-9 月，公司向红
光股份采购封测服务，交易金额分别为 435.13 万元和 82.58 万元，占当年采
购总额的比例为 0.76%和 0.13%，占比极低。 2019 年，公司向红光股份采购总
额为 113.55 万元，占当年采购总额的比例为 0.17%。 公司向红光股份采购定
价系参考市场价格协商确定，交易价格公允。 具体分析如下：

I、公司向红光股份釆购封测服务占公司同类采购业务的比例
2018 年 5-12 月， 公司向红光股份采购封测服务的金额为 435.13 万元，

占当年同类采购额的比例为 3.46%；2019 年 1-9 月， 公司向红光股份采购封
测服务的金额为 82.58 万元， 占当年同类采购额的比例为 0.64%；2019 年，公
司向红光股份采购总额为 113.55 万元， 占当年同类采购额的比例为 0.88%，
采购占比较低。

II、采购价格的定价依据
公司与红光股份采购和销售定价主要依据市场情况协商定价，具体的定

价依据如下：
红光股份（831034）为无锡地区的半导体封装测试企业，2014 年于全国中

小企业股份转让系统挂牌。公司于 2016 年开始与其开展合作，主要向其采购
“TO-252”、“SOT-23”、“SOP-8”等形式的封测服务。 公司每年与其协商确
定相关封装形式的采购单价，由于“TO-252”、“SOT-23”、“SOP-8”属于相
对成熟的封装形式，因此其交易定价较为稳定。

公司向红光股份采购定价主要考虑：封装形式的类别、封装产品的主要
材料及其价格波动、产品测试时间长短及测试效率以及综合考虑红光股份的
产品工艺、品质、产能规模及质量管控等。

III、采购价格公允性说明
根据对红光股份的访谈及获取其出具的《基本信息情况表》，公司向红光

股份的采购定价与红光股份向非关联方客户销售同类服务均价不存在重大
差异。

公司向红光股份采购单价与向其他非关联供应商采购同类封测服务的
均价亦不存在重大差异，2018 年和 2019 年， 将红光股份的采购单价替换为
非关联供应商采购均价测算后，相关采购金额差异较小，占当期营业成本的
比例为 -0.08%和 -0.04%，占比极低。 因此，公司向红光股份采购交易价格公
允，不存在向公司输送利益的情形。

（2）销售商品 / 提供劳务
报告期内，公司与关联方之间发生的销售交易具体情况如下：

单位：万元

关联方 主要交易内
容

2019年度 2018年度 2017年度

金额 占销售总
额的比例 金额 占销售总

额的比例 金额 占销售总
额的比例

长电科技注 1 芯片及成品 - - 957.73 1.34% 2, 204.92 4.38%
上海贝岭 芯片及成品 144.91 0.19% 437.12 0.61% 777.15 1.54%
灿升实业注 2 芯片 417.57 0.54% 473.80 0.66% 1, 181.10 2.34%
合计 562.48 0.73% 1, 868.65 2.61% 4, 163.17 8.26%

注 1：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性
原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2018 年 1-7 月销售金额。 公司主要
与长电科技及其子公司芯长电子、宿迁长电、深圳长电发生销售交易，故合并
披露。

注 2：灿升实业于 2018 年 7 月不再为公司关联方，本招股书基于谨慎性
原则，延长披露 1 年，表格中披露金额为 2019 年 1-7 月销售金额。

①向长电科技销售芯片及成品
报告期内，公司向长电科技及其子公司销售芯片及少量功率器件，主要

原因为：长电科技及其子公司部分从事二极管、三极管以及少量 MOSFET 等
的销售，而公司是国内MOSFET 产品的主要供应商之一，因此上述公司向新
洁能采购部分芯片并封装测试后再自行销售。 2017 年至 2018 年 1-7 月，公
司向长电科技合计销售金额分别 2,204.92 万元和 957.73 万元，占当年营业收
入的比例分别为 4.38%和 1.34%，2018 年全年， 公司向长电科技销售金额为
1,741.47 万元，占当年销售收入的比例为 2.43%，2019 年，公司向长电科技销
售金额为 2.32 万元，占当年销售收入的比例为 0.003%，交易占比整体较低且
持续下降，未对公司经营业绩产生重大影响。 公司向长电科技的销售价格系
参照市场价格协商确定，交易价格公允。 具体分析如下：

I、公司向长电科技销售芯片及功率器件占公司同类销售业务的比例
报告期内，公司与长电科技发生关联销售业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方 主要交易内容
2018年 1-7 月 2017年度

金额 占当年同类销
售的比 金额 占当年同类销

售的比

长电科技
芯片 902.57 4.21% 2, 167.06 10.09%
功率器件 55.16 0.11% 37.86 0.13%

公司向长电科技主要销售芯片。 2017 年至 2018 年 1-7 月，公司主要向
长电科技销售芯片的金额分别为 2,167.06 万元和 902.57 万元，占当年同类销
售收入的比分别为 10.09%和 4.21%，销售金额和占比逐年下降。2018 年全年，
公司向长电科技销售芯片的总金额为 1,674.22 万元，占当年同类销售收入的
比为 7.80%，2019 年，公司向长电科技销售芯片金额为 2.32 万元，占当年同类
销售收入的比例为 0.01%，销售金额和占比较上年持续下降。

II、销售价格的定价依据
公司与长电科技销售定价主要依据市场价格及供求关系协商确定，具体

的定价依据如下：
公司向长电科技销售定价过程： 由于长电科技与公司合作时间较长，为

公司长期稳定的重要客户，且其为国内 A 股上市公司，资金实力、品牌影响
力及商业美誉度均较高，因此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类
战略客户销售单价），结合市场供求关系协商确定其产品销售价格。公司与长
电科技签订框架合作协议，每年根据市场价格与长电科技协商确定本年度的
销售基准单价。在实际订单合作中，公司会依据市场供需关系、芯片代工成本
波动以及其他非关联战略客户销售单价波动等因素，协商调整销售价格。

公司向长电科技销售定价主要考虑：市场价格、市场供需关系、芯片的类
别、芯片代工的成本等并综合考虑长电科技的回款能力、订货数量、品牌效应
等因素。

III、销售价格公允性说明
从细分产品类别看， 公司向长电科技主要销售沟槽型功率 MOSFET 芯

片， 公司向长电科技销售沟槽型功率 MOSFET 芯片单价较其他非关联战略
客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元 / 片
公司名称 2018年 1-7 月 2017年
长电科技 2, 385.24 1, 803.71
其他非关联战略客户 2, 327.81 1, 778.95
差异率 2.47% 1.39%

公司对长电科技的销售定价与公司向其他非关联战略客户销售同类产
品的单价不存在重大差异，销售交易价格公允，不存在向公司输送利益的情
形。

②向上海贝岭销售芯片及成品
上海贝岭系持有公司 7.91%股份的股东，公司主要向其销售芯片及少量

功率器件，主要原因为：上海贝岭主要从事 IC 设计业务，其生产经营中需将
IC、MCU 以及 MOSFET 等电子元器件进行组合销售。 由于公司是国内
MOSFET 产品的主要供应商之一，因此，上海贝岭向公司采购 MOSFET 芯
片及少量功率器件。 报告期各期，公司向上海贝岭销售金额分别为 777.15 万
元、437.12 万元和 144.91 万元， 占当期销售收入的比例分别为 1.54%、0.61%
和 0.19%，交易占比较低且持续下降。 公司向上海贝岭的销售价格系参照市
场价格协商确定，交易价格公允。 具体分析如下：

I、公司向上海贝岭销售芯片和功率器件占同类销售业务的比例
报告期内，公司与上海贝岭发生的关联销售业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方 主 要 交 易
内容

2019年度 2018年度 2017年度

金额
占 同 类 销
售 收 入 的
比

金额
占 同 类 销
售 收 入 的
比

金额
占 同 类 销
售 收 入 的
比

上海贝岭
芯片 144.08 0.71% 429.70 2.00% 724.04 3.37%
功率器件 0.83 0.001% 7.42 0.01% 53.11 0.18%

2017 年至 2019 年，公司主要向上海贝岭销售芯片，销售芯片金额分别为
724.04 万元、429.70 万元和 144.08 万元，占同类销售收入比例分别为 3.37%、
2.00%和 0.71%，销售金额和占比均较小，且逐年降低。

II、销售价格的定价依据
经核查， 公司与上海贝岭销售定价主要依据市场情况协商定价的形式，

具体的定价依据如下：
公司向上海贝岭销售定价过程：由于上海贝岭为 A 股上市公司，在半导

体行业具有品牌影响力，公司与其合作对开拓市场及提升品牌美誉度具有帮
助；此外，上海贝岭是公司合作多年的优质客户，需求稳定、回款状况良好，因
此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类战略客户销售单价），结合
市场供求关系协商确定其产品销售价格。 公司与上海贝岭签订框架合作协
议，并依据具体订单协商确定销售单价，在实际过程中，公司根据市场供需关
系、市场价格波动以及芯片代工成本波动等因素并综合考虑上海贝岭的需求
及回款情况，调整芯片及功率器件的销售单价并与上海贝岭重新协商确定销
售价格。

公司向上海贝岭销售定价主要考虑：芯片的类别、芯片代工的成本、市场
供需关系、其他非关联战略客户的销售价格等，并综合考虑上海贝岭的回款
能力、订货数量、品牌效应等因素。

III、销售价格公允性说明
从细分产品类别看， 公司向上海贝岭主要销售沟槽型功率 MOSFET 芯

片， 公司向上海贝岭销售沟槽型功率 MOSFET 芯片单价较向其他非关联战
略客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元 / 片
公司名称 2019年度 2018年度 2017年度
上海贝岭 1, 923.66 2, 412.67 1, 729.25
其他非关联战略客户 1, 960.61 2, 334.66 1, 778.95
差异率 -1.88% 3.34% -2.79%

根据上表，2017 年至 2019 年， 公司向上海贝岭销售沟槽型功率
MOSFET 芯片的销售价格与公司向其他非关联战略客户销售同类产品的均
价差异较小，销售价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

③向灿升实业销售芯片
报告期内公司向灿升实业销售芯片，灿升实业采购公司芯片后自主封装

并将封装后的成品对外销售。 2017 年至 2019 年 1-7 月，公司向灿升实业销
售金额分别为 1,181.10 万元、473.80 万元和 417.57 万元， 占当期销售收入的
比例分别为 2.34%、0.66%和 0.54%。 报告期内，公司向灿升实业销售芯片整体
交易占比较低，销售价格系参照市场价格协商确定，交易价格公允。具体分析
如下：

I、公司向灿升实业销售芯片占公司同类销售业务的比例
报告期内，公司与灿升实业发生关联销售业务的具体情况如下：

单位：万元

关联方 主要交易
内容

2019年 1-7 月 2018年度 2017年度

金额 占同类销售
收入的比 金额 占同类销售

收入的比 金额 占同类销售
收入的比

灿 升 实
业 芯片 417.57 2.06% 473.80 2.21% 1, 181.10 5.50%

2017 年至 2019 年 1-7 月， 公司向灿升实业销售芯片金额分别为
1,181.10 万元、473.80 万元和 417.57 万元， 占当年同类销售收入的比例分别
为 5.50%、2.21%和 2.06%，整体呈下降趋势。 2019 年全年，公司向灿升实业销
售产品金额为 934.36 万元。

II、销售价格的定价依据
公司与灿升实业销售定价依据主要为依据市场价格及供求关系协商，具

体的定价依据如下：
公司向灿升实业销售定价过程：由于灿升实业是公司在华南市场开拓积

累的优质客户，其成立于 2002 年，拥有较为先进的封装设备产线，为深圳市
高新技术企业；灿升实业与国内众多知名品牌企业建立合作，产品广泛应用
于电池、适配器、充电器、移动电源等领域。 由于灿升实业与公司合作期限较
长，且其业务规模、采购需求、回款能力均较强，在华南市场具有一定影响力，
因此公司将其作为战略客户，并依照市场价格（同类战略客户销售单价），结
合市场供求关系协商确定其产品销售价格。 在实际订单中，公司根据市场供
需关系、芯片代工成本波动以及灿升实业的回款能力等因素，综合调整销售
价格。 由于报告期初，公司竞争对手通过降低价格的形式与公司竞争灿升实
业，公司考虑到华南市场开拓、品牌影响力建设、且该客户回款能力较好，经
友好协商给予灿升实业相对较低但合理的销售价格，灿升实业则主要以银行
转账方式回款，回款周期很短。

公司向灿升实业销售定价主要考虑：芯片的类别、芯片代工的成本、市场
供需关系、其他非关联战略客户的销售价格、华南地区的市场开拓意义以及
灿升实业的回款能力、市场地位及合作期限等因素。

III、销售价格公允性说明
从细分产品类别看， 公司主要向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯

片， 公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片单价较其他非关联战略
客户销售同类产品的均价比较如下：

单位：元 / 片
公司名称 2019年 2018年 2017年
灿升实业 1, 819.55 2, 209.86 1, 730.30
其他非关联战略客户 1, 960.61 2, 334.66 1, 778.95
差异率 -7.19% -5.35% -2.73%

根据上表，2017 年至 2018 年， 公司向灿升实业销售沟槽型功率
MOSFET 芯片的均价较其他非关联战略客户的销售均价不存在重大差异。

2019 年，公司向灿升实业销售沟槽型功率表 MOSFET 芯片的均价低于
向其他非关联战略客户的销售均价，主要原因系受到中美贸易摩擦等因素的
影响，公司华南地区的部分涉及外销业务的客户，其采购芯片的需求及采购
单价下降幅度较大。 公司向灿升实业销售沟槽型功率 MOSFET 芯片的均价
与向华南地区的其他非关联客户的销售单价 1,836.94 元 / 片差异率为 -0.
95%，整体差异较小。

综上，公司对灿升实业的销售定价与公司向其他同类客户销售同类产品
的单价不存在重大差异，交易价格公允，不存在向公司输送利益的情形。

（3）关联管理人员薪酬
单位：万元

项 目 2019年度 2018年度 2017年度
关键管理人员税前薪酬总额 521.79 636.96 504.07

（4）公司与长电科技采购封测服务并对其销售芯片及成品的具体内容及
两者间是否存在直接相关性，相关采购、销售的交易性质属于购销交易还是
加工

公司主要向长电科技采购“TO-220”、“TO-252”、“SOP-8”、“SOT-23”
等封装形式的封测服务，公司向长电科技采购封测服务主要原因为公司是以
半导体芯片和功率器件研发设计为主的企业，需对外采购封测服务，长电科
技是全球排名第三、国内排名第一的封测服务龙头企业，其封装测试业务的
先进工艺和高良品率能够保证公司的产品质量和性能。 除封测服务外，公司
亦向长电科技原子公司新顺微采购少量二极管芯片用于与公司 IGBT 芯片
进行合封， 相关采购金额较小。 公司主要向长电科技销售沟槽型功率
MOSFET 芯片，主要原因为长电科技及其子公司部分从事二极管、三极管以
及少量 MOSFET 等的销售， 而公司是国内 MOSFET 产品的主要供应商之
一，因此上述公司向新洁能采购部分芯片并自行封装测试后销售。 公司向长
电科技主要采购封测服务，而向长电科技销售的是芯片和功率器件，采购和
销售内容属于不同性质业务，完全区别且交易相互独立，不存在直接相关性。

公司向长电科技采购的具体采购过程为： 公司与长电科技签订合作协
议，运营处将封装订单、封装规格书（包括封装形式、工艺参数、测试规范等）
提供给长电科技并将需要封装测试的芯片提供给长电科技，长电科技依据具
体的封装订单将公司提供的芯片通过划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋、测
试、包装等一系列加工过程生产出公司所需的功率器件，在采购封装测试的
过程中，封装所需的芯片由公司提供，长电科技提供塑封料、引线（铜线）等辅
材，并按照协议约定以加工数量 * 加工单价的方式计算收取加工费（其中耗
用的塑封料、引线等不单独计价，含在加工费里），因此公司向长电科技采购
封测服务属于“委托加工”的业务范畴。

公司向长电科技销售的具体销售过程为：公司与长电科技及子公司签订
销售协议，长电科技及其子公司芯长电子、宿迁长电、深圳长电主要向公司采
购芯片产品并自行封装测试后对外销售。 2019 年，长电科技自身业务转型，
主动减少功率器件的销售业务，仅向公司采购少量芯片用于工艺研发，采购
金额大幅下降。 根据公司与长电科技签订的销售协议，公司向长电科技提供
协议约定的芯片和功率器件，长电科技依据具体产品及单价支付款项，公司
向长电科技销售业务属于购销交易。

（5）早期关联销售占比较高及对各关联方减少销售的原因及合理性
下游客户向公司采购芯片后根据用途不同可分为以下两类：第一类客户

主要采购芯片用于封装测试后销售或与其他产品合并销售；第二类客户主要
采购芯片后用于与 IC 等芯片合封形成集成电路模块进行销售， 该部分客户
产品功能与公司存在区别。报告期初，公司主要芯片客户为第一类客户，公司
为缓解经营资金压力，并快速扩展市场，与该部分客户开展合作；2017 年至
2018 年，随着公司逐步提高功率器件的销售占比，公司优化芯片客户结构，
减少市场竞争，芯片销售主要向第二类客户侧重。

报告期早期关联销售占比较高主要原因为：报告期早期，公司以芯片销
售为主，主要向长电科技、灿升实业、上海贝岭销售芯片产品，上述关联方属
于第一类客户。公司早期为缓解经营资金压力，并快速扩展市场，对上述关联
方销售占比相对较高。

报告期内，公司对各关联方减少销售的主要原因系：1）公司销售结构调
整：随着公司功率器件细分型号不断丰富、品牌知名度不断提升以及公司逐
步具备满足芯片产品进一步封装所需的资金实力，公司主动调整芯片产品和
功率器件的比例结构，逐步降低了芯片的销售占比，提高了功率器件的销售
占比，从而能够获得更多产品毛利。 2017 年至 2019 年，公司芯片销售金额分
别为：21,478.31 万元、21,462.91 万元和 20,246.66�万元，占主营业务收入的比
例分别为 42.68%、30.01%和 26.24%，金额及占比均逐年下降。 公司早期因以
销售芯片为主，因此相应地向包括关联方在内的客户销售芯片产品金额相对
较多；随着公司销售结构的调整，公司逐年减少了芯片销售规模，引致向包括
关联方在内的客户销售芯片金额相应下降。2）市场因素：由于指纹识别、手机
双摄等新兴应用兴起挤压了 8 英寸的芯片代工的产能以及公司主动降低芯
片销售的比例， 加之手机、PC 等消费电子领域市场需求持续旺盛，2017 年
起，公司MOSFET 芯片销售逐渐出现供不应求的状况。加之公司优化客户结
构， 逐步加大与采购公司芯片用于 IC 合封的客户的合作， 减少了对长电科
技、灿升实业、上海贝岭等采购公司芯片用于直接封装或组合销售的客户的
金额及占比。 3）客户因素：2019 年，公司对长电科技的销售金额和占比大幅
下降主要原因为长电科技自身业务转型， 主动减少功率器件的销售业务，仅
向公司采购少量芯片用于工艺研发， 因此销售金额及占比大幅下降；2019
年，公司对上海贝岭的销售金额和占比大幅下降主要原因为在半导体行业周
期性波动的背景下， 上海贝岭专注于集成电路 IC 设计主业， 减少了购买
MOSFET 并组合销售的业务量，因此减少了对公司产品的采购。

2、关联方应收应付款项余额
报告期内，公司关联方期末往来余额如下：

单位：万元
项目 关联方 2019年

12月 31 日
2018年

12月 31 日
2017年

12月 31 日

应收账款
长电科技注 - - 408.31
上海贝岭 60.79 32.75 189.88
灿升实业注 - 207.96 89.84

应付账款
长电科技注 - - 1, 095.29
灿升实业 - - -
红光股份注 - 35.16 -

注：长电科技于 2017 年 7 月不再为公司关联方，此处不披露其 2018 年
12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的期末往来余额；灿升实业、红光股份分别
于 2018 年 7 月、2018 年 9 月不再为公司关联方，此处不披露其 2019 年 12 月
31 日的期末往来余额。

（三）独立董事对关联交易发表的意见
2018 年 11 月 2 日，发行人独立董事发表《独立董事关于确认公司最近三

年及一期关联交易的意见》，认为：公司报告期发生的关联交易是基于公司正
常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。 上述关联交易
履行了相关决策程序或已经其他非关联股东认可，符合公司章程等有关制度
的规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易按照等价有偿、公允的原则定
价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在显失公平以及损害发行人和其
他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

七、董事、监事、高级管理人员
(下转 C24 版)


